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(57)【要約】
　半導体素子の外周端部に対向する位置における基板表
面に、その内側の一部に封止接着用樹脂が配置された凹
部を形成することで、封止接着用樹脂におけるフィレッ
ト部分（裾広がり部分）の配置領域の拡大を抑制しなが
ら、その傾斜角度を大きくする。これにより、実装時の
加熱処理や冷却処理によって生じる各部材の熱膨張差及
び熱収縮差による半導体素子の周辺部分に発生する応力
負荷を軽減し、半導体素子の実装構造体の内部破壊を回
避する。



(2) JP WO2008/078746 A1 2008.7.3

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の素子電極を有する半導体素子と、
　複数の基板電極を有する基板と、
　上記それぞれの素子電極と基板電極とを接続する複数の突起電極と、
　上記それぞれの素子電極、基板電極、及び突起電極を封止するとともに、上記半導体素
子と上記基板とを接着させるように、上記半導体素子と上記基板との間に配置された封止
接着用樹脂と、
　上記基板の電極形成面において、上記半導体素子の外周端部に対向する位置に形成され
、その内側の一部に上記封止接着用樹脂が配置された凹部とを備える、半導体素子の実装
構造体。
【請求項２】
　上記基板に形成された上記凹部は、その内側に上記樹脂を配置させることで、上記基板
における上記半導体素子との対向領域外への上記樹脂の拡がり領域を制限する樹脂拡がり
領域制限用凹部である、請求項１に記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項３】
　上記凹部は、上記基板における上記半導体素子との対向領域の外周端部よりも内側の領
域を含んで形成されている、請求項１に記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項４】
　上記凹部は、上記基板における上記半導体素子との対向領域の周囲に向けて深くなるよ
うに傾斜された内底部を有する、請求項１に記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項５】
　上記基板における上記半導体素子との対向領域の中心に上記凹部の開口端部よりも隆起
された隆起部が形成され、上記隆起部より上記凹部の内底部にかけて降り勾配が設けられ
ている、請求項１に記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項６】
　略方形状の形状を有する上記半導体素子の角部に対向する位置に形成される上記凹部は
、その他の位置に形成される上記凹部よりもその内側の容積が小さくなるように形成され
ている、請求項１から５のいずれか１つに記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項７】
　上記基板における上記半導体素子との対向領域の外周端部において、複数の上記凹部が
形成されている、請求項１から５のいずれか１つに記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項８】
　上記基板における上記半導体素子との対向領域の外周端部の全周に渡って、上記凹部が
連続して形成されている、請求項１から５のいずれか１つに記載の半導体素子の実装構造
体。
【請求項９】
　略方形状の形状を有する上記半導体素子の角部に対向する位置に形成される上記凹部は
、その他の位置に形成される上記凹部よりも深い内底部を有するように形成されている、
請求項１から５のいずれか１つに記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項１０】
　略方形状の形状を有する上記半導体素子の角部に対向する位置に形成される上記凹部は
、その他の位置に形成される上記凹部の上記内底部の傾斜角度よりも大きな傾斜角度を有
する上記内底部を有するように形成されている、請求項４に記載の半導体素子の実装構造
体。
【請求項１１】
　半導体素子の実装領域の外周端部に凹部が形成された基板における上記実装領域上に、
封止接着用樹脂を配置し、
　上記半導体素子を上記基板に上記封止接着用樹脂を介して押圧して、上記半導体素子の
それぞれの素子電極と上記基板のそれぞれの基板電極とを、それぞれの突起電極を介して
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接続するとともに、上記実装領域外へ拡がる上記封止接着用樹脂の一部を上記凹部内へ導
いて、上記樹脂の拡がり領域を規制しながら、上記それぞれの素子電極、基板電極、及び
突起電極を上記樹脂により封止し、
　その後、上記封止接着用樹脂を加熱して硬化させて、上記半導体素子を上記基板に実装
することを特徴とする半導体素子の実装方法。
【請求項１２】
　上記封止接着用樹脂による封止は、弾性材料にて形成された押圧部を有する圧着ツール
を用いて、上記押圧部により上記半導体素子を上記基板に上記封止接着用樹脂を介して押
圧するとともに、上記実装領域外へ拡がる上記封止接着用樹脂を上記押圧部により押圧し
て上記凹部内へ導いて、上記樹脂の拡がり領域を規制しながら行う、請求項１１に記載の
半導体素子の実装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子の素子電極と基板の基板電極とを突起電極を介して接続するとと
もに、上記半導体素子と上記基板との間に封止接着用樹脂を配置して、上記半導体素子が
上記基板に実装された半導体素子の実装構造体及び半導体素子の実装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子部品として従来の半導体パッケージに比較して実装面積を大幅に縮小できるベアチ
ップ実装が利用される中で、基板の回路形成面に半導体チップ（半導体素子）の回路形成
面を対向させ、金などの金属で形成されるバンプ（突起電極）を介して重ね合わせること
で導通を得るフェイスダウン実装は、基板の回路形成面と半導体チップの回路形成面の反
対側の面を対向させ、ワイヤボンディングによって金属細線を引き出すことで両端子を接
続するフェイスアップ実装と比較して、半導体チップおよびその実装構造体全体のさらな
る小型化が可能であり、幅広く利用されている。
【０００３】
　ここで、このような従来の半導体チップの実装構造体５０１の模式平面図を図１５に示
し、図１５の実装構造体５０１におけるＡ－Ａ線断面図を図１６に示す。図１５及び図１
６に示すように、略方形状の形状を有する半導体チップ２の下面側である回路形成面には
、複数の素子電極であるパッド３が形成されており、基板４の上面側である回路形成面に
は複数の基板電極５が形成されている。それぞれのパッド３と基板電極５は、パッド３上
に個別に形成された突起電極であるバンプ６を介して個別に電気的に接続されている。ま
た、半導体チップ２と基板４との間には、封止接着用の絶縁性樹脂として、アンダーフィ
ル７が充填配置されており、これにより、それぞれのパッド３、基板電極５、及びバンプ
６が封止された状態にて、半導体チップ２と基板４とが接着された実装構造体が形成され
ている。
【０００４】
　このような実装構造体は、例えば、半導体チップ２のそれぞれのパッド３上に形成され
たバンプ６と、その表面にシート状のアンダーフィル７が貼り付けされた基板４とを対向
させた後、アンダーフィル７を介して半導体チップ２を基板４に押し付けるといういわゆ
るシート工法を実施することで形成される。特に、このような従来のシート工法において
は、半導体チップ２と基板４との間へのアンダーフィル７の充填配置と、半導体チップ２
のパッド３と基板４の基板電極５とのバンプ６を介した電気的接続を同時に行うことがで
き、工程の簡略化及び短時間化の観点で有効とされ、幅広く利用されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１８８３６２号公報
【特許文献２】特開２００２－１３４５５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　近年、半導体パッケージの小型、低コスト化を目的としたチップ内部配線の微細化を目
的とした、チップ内部の絶縁材料の低誘電率化が進められている。このような低誘電率な
樹脂材料（以下、「Ｌｏｗ－ｋ材料」とする。）に関しては、誘電率の低下とともにその
機械的強度の脆弱化も進行し、半導体チップの実装工程において、Ｌｏｗ－ｋ材料の脆弱
性が原因となった半導体チップの内部破壊が懸念されている。
【０００７】
　ここで、Ｌｏｗ－ｋ材料について、図１９に示す半導体チップの模式断面図を用いて説
明する。図１９に示すように、半導体チップ２は、シリコン（Ｓｉ）層５１１と、シリコ
ン層５１１上にＬｏｗ－ｋ材料にて形成されたＬｏｗ－ｋ層５１２と、Ｌｏｗ－ｋ層５１
２上に形成され、主に配線が形成される配線層５１３と、配線層５１３上にＳｉＯ２また
はＳｉＮｘにて形成された絶縁層５１４とを備えている。なお、Ｌｏｗ－ｋ層５１２およ
び配線層５１３は、例えば複数の薄膜層が積層されて形成されている。また、絶縁層５１
４の表面には複数のパッド３が露出するように配置されており、それぞれのパッド３とシ
リコン層５１１とを電気的に接続する複数のビア電極５１５が、Ｌｏｗ－ｋ層５１２およ
び配線層５１３を貫通するように形成されている。このようなＬｏｗ－ｋ層５１２は、半
導体チップ２の本体部分であるシリコン層５１１と比してその厚さが薄い薄膜として形成
されており、上述したようにその誘電率の低下とともに機械的強度が他の層と比して脆弱
であるという特徴を有している。このようなＬｏｗ－ｋ層５１２の機械的強度の脆弱性に
起因して、例えば、Ｌｏｗ－ｋ層５１２にクラック５１６が生じる、あるいはＬｏｗ－ｋ
層５１２において界面剥離が生じるなどによる半導体チップの内部破壊が懸念されている
。
【０００８】
　一般に、半導体チップの熱膨張係数はアンダーフィルや基板の熱膨張係数と比べ極端に
小さく、実装時の加熱処理及び冷却処理によって生じる各部材の熱膨張差や熱収縮差によ
って半導体チップの各部分、特に方形状の半導体チップのコーナー部分には大きな引張負
荷が発生する。例えば、半導体チップの熱膨張率を仮に１とすると、アンダーフィルの熱
膨張率は４０～５０ｐｐｍ、基板の熱膨張率は５～２０ｐｐｍである。また、半導体チッ
プの実装工程においては、例えば半導体チップが実装された後の基板の割断工程、すなわ
ち多面取り基板の割断工程や、基板の裏面へのはんだボール付け工程などを実施する際に
生じる機械的な負荷により基板がたわみ、半導体チップへの負荷がさらに大きなものとな
る。
【０００９】
　これらの負荷を軽減するために、例えば特許文献１では、図１７の模式説明図に示すよ
うに、半導体素子の実装構造体６０１において、半導体素子２の周囲に形成される充填剤
（アンダーフィル）６０７のフィレット部（裾拡がり部）６０７ａの下部に位置する基板
４の表面に溝部６１０を形成し、この溝部６１０内にまで充填剤６０７が充填される、す
なわち溝部６１０を充填剤で満たすような構成が採用されている。このような構成におい
ては、溝部６１０内に充填された充填剤６０７が、アンカーとして作用することにより充
填剤６０７と基板４との接着強度を高めている。すなわち、半導体素子の外周端部を、充
填剤を介して基板４にてしっかりと保持させる構造が採られている。
【００１０】
　また、例えば特許文献２では、図１８に示すように、半導体素子の実装構造体７０１に
おいて、半導体素子２のコーナー部の側面とアンダーフィル７０７との間に補強部材（樹
脂）７１１を設けることで、作用される応力をこの補強部材７１１により分散させるよう
な構成が採用されている。
【００１１】
　しかしながら、特許文献１の半導体素子の実装構造体６０１では、充填剤６０７と基板
４との接合力を高めるために半導体素子２の実装領域の周囲に形成された溝部６１０内に
確実に充填剤６０７が充填される構造が採用されているため、フィレット部６０７ａに配
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置される充填剤６０７の量が多くなり、フィレット部６０７ａの拡がり領域は拡大される
傾向にある。そのため、各部材の熱膨張差や熱収縮差による引張負荷を十分に低減させる
ことは困難となり、特に薄型化された半導体素子に対しては応力負荷（引張負荷）が加わ
って、剥離による素子破壊が生じる場合がある。ここで、剥離とは、半導体素子において
アンダーフィル（樹脂あるいは充填剤）と接触している部分が、半導体素子本体より別れ
て分離してしまう現象である。
【００１２】
　また、特許文献２の半導体素子の実装構造体７０１では、応力緩和のため、２種類の樹
脂を用いているため、その製造工程が複雑になる。さらに、薄型化された半導体素子２に
対しては、補強部材７１１を配置することが困難であるという問題もある。
【００１３】
　従って、本発明の目的は、上記問題を解決することにあって、半導体素子の素子電極と
基板の基板電極とを突起電極を介して接続するとともに、上記半導体素子と上記基板との
間に封止接着用樹脂を配置して、上記半導体素子が上記基板に実装された半導体素子の実
装構造体及びその実装方法において、実装時の加熱処理や冷却処理によって生じる各部材
の熱膨張差及び熱収縮差、並びに実装後の機械的な負荷に対する基板のたわみによる半導
体素子の周辺部分に発生する負荷を軽減し、半導体素子の実装構造体の内部破壊を回避す
ることができる半導体素子の実装構造体及び半導体素子の実装方法を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明は以下のように構成する。
【００１５】
　本発明の第１態様によれば、複数の素子電極を有する半導体素子と、
　複数の基板電極を有する基板と、
　上記それぞれの素子電極と基板電極とを接続する複数の突起電極と、
　上記それぞれの素子電極、基板電極、及び突起電極を封止するとともに、上記半導体素
子と上記基板とを接着させるように、上記半導体素子と上記基板との間に配置された封止
接着用樹脂と、
　上記基板の電極形成面において、上記半導体素子の外周端部に対向する位置に形成され
、その内側の一部に上記封止接着用樹脂が配置された凹部とを備える、半導体素子の実装
構造体を提供する。
【００１６】
　本発明の第２態様によれば、上記基板に形成された上記凹部は、その内側に上記樹脂を
配置させることで、上記基板における上記半導体素子との対向領域外への上記樹脂の拡が
り領域を制限する樹脂拡がり領域制限用凹部である、第１態様に記載の半導体素子の実装
構造体を提供する。
【００１７】
　本発明の第３態様によれば、上記凹部は、上記基板における上記半導体素子との対向領
域の外周端部よりも内側の領域を含んで形成されている、第１態様に記載の半導体素子の
実装構造体を提供する。
【００１８】
　本発明の第４態様によれば、上記凹部は、上記基板における上記半導体素子との対向領
域の周囲に向けて深くなるように傾斜された内底部を有する、第１態様に記載の半導体素
子の実装構造体を提供する。
【００１９】
　本発明の第５態様によれば、上記基板における上記半導体素子との対向領域の中心に上
記凹部の開口端部よりも隆起された隆起部が形成され、上記隆起部より上記凹部の内底部
にかけて降り勾配が設けられている、第１態様に記載の半導体素子の実装構造体を提供す
る。



(6) JP WO2008/078746 A1 2008.7.3

10

20

30

40

50

【００２０】
　本発明の第６態様によれば、略方形状の形状を有する上記半導体素子の角部に対向する
位置に形成される上記凹部は、その他の位置に形成される上記凹部よりもその内側の容積
が小さくなるように形成されている、第１態様から第５態様のいずれか１つに記載の半導
体素子の実装構造体を提供する。
【００２１】
　本発明の第７態様によれば、上記基板における上記半導体素子との対向領域の外周端部
において、複数の上記凹部が形成されている、第１態様から第５態様のいずれか１つに記
載の半導体素子の実装構造体を提供する。
【００２２】
　本発明の第８態様によれば、上記基板における上記半導体素子との対向領域の外周端部
の全周に渡って、上記凹部が連続して形成されている、第１態様から第５態様のいずれか
１つに記載の半導体素子の実装構造体を提供する。
【００２３】
　本発明の第９態様によれば、略方形状の形状を有する上記半導体素子の角部に対向する
位置に形成される上記凹部は、その他の位置に形成される上記凹部よりも深い内底部を有
するように形成されている、第１態様から第５態様のいずれか１つに記載の半導体素子の
実装構造体を提供する。
【００２４】
　本発明の第１０態様によれば、略方形状の形状を有する上記半導体素子の角部に対向す
る位置に形成される上記凹部は、その他の位置に形成される上記凹部の上記内底部の傾斜
角度よりも大きな傾斜角度を有する上記内底部を有するように形成されている、第４態様
に記載の半導体素子の実装構造体を提供する。
【００２５】
　本発明の第１１態様によれば、半導体素子の実装領域の外周端部に凹部が形成された基
板における上記実装領域上に、封止接着用樹脂を配置し、
　上記半導体素子を上記基板に上記封止接着用樹脂を介して押圧して、上記半導体素子の
それぞれの素子電極と上記基板のそれぞれの基板電極とを、それぞれの突起電極を介して
接続するとともに、上記実装領域外へ拡がる上記封止接着用樹脂の一部を上記凹部内へ導
いて、上記樹脂の拡がり領域を規制しながら、上記それぞれの素子電極、基板電極、及び
突起電極を上記樹脂により封止し、
　その後、上記封止接着用樹脂を加熱して硬化させて、上記半導体素子を上記基板に実装
することを特徴とする半導体素子の実装方法を提供する。
【００２６】
　本発明の第１２態様によれば、上記封止接着用樹脂による封止は、弾性材料にて形成さ
れた押圧部を有する圧着ツールを用いて、上記押圧部により上記半導体素子を上記基板に
上記封止接着用樹脂を介して押圧するとともに、上記実装領域外へ拡がる上記封止接着用
樹脂を上記押圧部により押圧して上記凹部内へ導いて、上記樹脂の拡がり領域を規制しな
がら行う、第１１態様に記載の半導体素子の実装方法を提供する。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、半導体素子の実装構造体において、半導体素子の外周端部に対向する
位置における基板表面に、その内側の一部に封止接着用樹脂が配置された凹部が形成され
ているため、封止接着用樹脂におけるフィレット部分（裾広がり部分）の配置領域の拡大
を抑制しながら、その傾斜角度を大きくすることができる。すなわち、半導体素子を、樹
脂を介して基板に実装する際に付加される押圧力により、基板と半導体素子との対向領域
の周囲外側へと樹脂が拡がってフィレット部分が形成されることになるが、この際に樹脂
の一部を凹部内へと導き入れることにより、樹脂の広がり領域を減少させるとともに、フ
ィレット部分の傾斜角度を大きくすることができる。このようにフィレット部分の拡がり
領域の面積を減少させてその傾斜角度を大きくすることにより、実装時の加熱処理や冷却
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処理によって生じる各部材の熱膨張差及び熱収縮差、並びに実装後の機械的な負荷に対す
る基板のたわみによる半導体素子の周辺部分に発生する負荷を軽減し、半導体素子の実装
構造体の内部破壊を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　本発明のこれらと他の目的と特徴は、添付された図面についての好ましい実施形態に関
連した次の記述から明らかになる。この図面においては、
【図１】図１は、本発明の第１実施形態にかかる半導体チップの実装構造体の模式断面図
であり、
【図２】図２は、上記第１実施形態の変形例にかかる半導体チップの実装構造体の模式断
面図であり、
【図３】図３は、上記第１実施形態に対する比較例にかかる半導体チップの実装構造体の
模式断面図であり、
【図４】図４は、図１の半導体チップの実装構造体の製造方法を示す模式説明図であり、
圧着ツールにより押圧が行われる直前の状態を示す図であり、
【図５】図５は、図１の半導体チップの実装構造体の製造方法を示す模式断面図であり、
圧着ツールにより押圧が行われている状態を示す図であり、
【図６】図６は、本発明の第２実施形態にかかる半導体チップの実装構造体の模式断面図
であり、
【図７】図７は、上記第２実施形態の変形例にかかる半導体チップの実装構造体の模式断
面図であり、
【図８】図８は、上記第２実施形態に対する比較例にかかる半導体チップの実装構造体の
模式断面図であり、
【図９】図９は、上記第２実施形態に対する別の比較例にかかる半導体チップの実装構造
体の模式断面図であり、
【図１０】図１０は、本発明の第３実施形態にかかる半導体チップの実装構造体の模式断
面図であり、
【図１１】図１１は、本発明の第４実施形態にかかる半導体チップの実装構造体の模式平
面図であり、
【図１２】図１２は、本発明の第４実施形態にかかる別の半導体チップの実装構造体の模
式平面図であり、
【図１３】図１３は、本発明の第４実施形態にかかる別の半導体チップの実装構造体の模
式平面図であり、
【図１４】図１４は、本発明の第４実施形態にかかる別の半導体チップの実装構造体の模
式平面図であり、
【図１５】図１５は、従来の半導体チップの実装構造体の模式平面図であり、
【図１６】図１６は、図１５の半導体チップの実装構造体におけるＡ－Ａ線模式断面図で
あり、
【図１７】図１７は、従来の別の半導体チップの実装構造体の模式断面図であり、
【図１８】図１８は、従来のさらに別の半導体チップの実装構造体の模式断面図であり、
【図１９】図１９は、従来の半導体チップの模式断面図であり、
【図２０】図２０は、本発明の第５実施形態にかかる半導体チップの実装構造体の模式平
面図であり、
【図２１】図２１は、図２０の半導体チップの実装構造体におけるＢ－Ｂ線模式断面図で
あり、
【図２２】図２２は、図２０の半導体チップの実装構造体におけるＣ－Ｃ線模式断面図で
あり、
【図２３】図２３は、第５実施形態の変形例にかかる半導体チップの実装構造体の模式平
面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２９】
　本発明の記述を続ける前に、添付図面において同じ部品については同じ参照符号を付し
ている。
【００３０】
　以下に、本発明にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３１】
　（第１実施形態）
　本発明の第１の実施形態にかかる半導体素子の実装構造体の一例である半導体チップの
実装構造体１の模式断面図を図１に示す。
【００３２】
　図１に示すように、本第１実施形態の半導体チップの実装構造体１においては、基板４
の上に封止接着用樹脂の一例であるシート状のアンダーフィル７が配置され、このアンダ
ーフィル７を介して半導体チップ２が実装されている。半導体チップ２の図示下面側であ
る回路形成面には、素子電極の一例である複数のパッド３が形成されており、これらのパ
ッド３の形成位置に対応するように基板４の図示上面側である回路形成面（電極形成面）
には、複数の基板電極５が形成されており、それぞれのパッド３がそれぞれの基板電極５
に突起電極の一例であるバンプ６を介して個別に電気的に接続されている。なお、バンプ
６は、主にＡｕにて形成されており、僅かに潰れるように変形された状態にて基板電極５
とパッド３との間に介在している。また、アンダーフィル７は、絶縁性樹脂材料により形
成されており、互いに電気的に接続された状態のそれぞれのパッド３、基板電極５、及び
バンプ６を完全に覆って封止するとともに、これらの接続状態を維持するように、半導体
チップ２と基板４との間に介在して両者を接着している。このような状態にて、半導体チ
ップ２が基板４に実装されて、半導体チップの実装構造体１、すなわち半導体パッケージ
部品が構成されている。
【００３３】
　また、半導体チップ２はその平面的な形状が略方形状となっており、半導体チップ２の
方形状の外周端部に対向する基板４上の位置Ｐ１、すなわち基板４上において半導体チッ
プ２が実装される実装領域（半導体チップ２が基板表面に投影された領域、あるいは基板
４と半導体チップ２との対向領域）の外周端部位置Ｐ１には、その周囲表面よりも一段掘
り下げられるように構成された凹部（あるいは溝部）８が形成されている。この凹部８は
、半導体チップ２の外周端部と対向する位置Ｐ１がその内側に位置されるように形成され
ている。すなわち、図１に示すように、半導体チップ２の中心を基準とした凹部８の外側
方向の端部位置Ｐ３と内側方向の端部位置Ｐ２との間に、半導体チップ２の外周端部に対
向する位置Ｐ１が位置されるように、凹部８の形成位置が決められている。
【００３４】
　また、図１に示すように、凹部８内には、アンダーフィル７の外周側に形成されるフィ
レット部（裾広がり部）７ａにおける樹脂の一部が、その内側に配置された状態とされて
いる。ただし、凹部８内には樹脂が完全に充填された状態ではなく、内側の一部にのみ樹
脂が配置された状態とされている。このように、フィレット部７ａにおける樹脂の一部が
凹部８内に配置されていることで、凹部８が形成されていない場合に比して、フィレット
部７ａの拡がり領域が縮小する方向に制限されるとともに、フィレット部７ａの傾斜角度
がより立っている状態、すなわち基板４の表面に対する角度がより大きくされた状態とな
っている。
【００３５】
　基板４は、例えばガラスエポキシ樹脂材料により形成されており、パッド３及び基板電
極５は銅により形成されている。なお、パッド３や基板電極５は、ＮｉやＡｕメッキ、あ
るいはＡｌにより形成することもできる。また、アンダーフィル７は絶縁性樹脂材料とし
て、例えば熱硬化性を有するエポキシ樹脂材料により形成されている。なお、基板４とし
ては、その他に、セラミックス基板、樹脂基板、樹脂シート基板等が用いられるような場
合であってもよい。また、アンダーフィル７はシート状のものを基板４上に配置すること
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により形成されるが、このような場合に代えて、半液状の樹脂材料を基板４上に塗布等に
よって配置することで形成することもできる。
【００３６】
　凹部８は、例えば、レーザー加工等の手段により形成される。このようなレーザー加工
手段が用いられるような場合にあっては、図１に示すように、予め基板４の内部にレーザ
ー加工を停止させるための停止層９を設けておくことで、所望の深さの凹部８をより容易
に形成することが可能となる。このような停止層９は、例えば銅層を用いることができる
。なお、基板４として樹脂成形基板が用いられるような場合にあっては、レーザー加工で
はなく、型で凹部８が形成される。このような凹部８の形成方法は、基板４に用いられる
材料の種類や基板の形状などを考慮して決定することが好ましい。
【００３７】
　このような半導体チップの実装構造体１においては、例えば、半導体チップ２の厚さ寸
法が０．１５ｍｍ、アンダーフィル７の厚さ寸法（基板と半導体チップとの間の距離）が
０．０５ｍｍ、基板４の厚さ寸法が０．３０ｍｍ、凹部８の深さ寸法が０．１０ｍｍとな
っている。また、凹部８の幅寸法（図１におけるＰ２Ｐ３間の距離）が０．４５ｍｍ、凹
部８の内側方向の端部位置Ｐ２と、半導体チップ２の外周端部位置Ｐ１との間の距離が０
．１５ｍｍ、凹部８の外側方向の端部位置Ｐ３と、半導体チップ２の外周端部位置Ｐ１と
の間の距離が０．３ｍｍとなっている。なお、凹部８の外側方向の端部位置Ｐ３は、半導
体チップ２の外周端部位置Ｐ１より離れすぎることは好ましくなく、例えば、Ｐ１Ｐ３間
の距離は、０．５ｍｍ以下となるように凹部８を形成することが好ましい。また、凹部８
の内側方向の端部位置Ｐ２が、基板電極５の形成位置に達しないように凹部８を形成する
ことが好ましい。
【００３８】
　ここで、本第１実施形態の変形例にかかる半導体チップの実装構造体１１の模式断面図
を図２に示し、さらに本第１実施形態の比較例にかかる半導体チップの実装構造体２１の
模式断面図を図３に示す。なお、図２及び図３の半導体チップの実装構造体１１、２１に
おいて、図１の実装構造体１と同じ構成を有する部材には同じ参照番号を付してその説明
を省略する。
【００３９】
　まず、図２に示す変形例にかかる半導体チップの実装構造体１１においては、凹部８の
内側方向の端部位置Ｐ２が半導体チップ２の外周端部位置Ｐ１と略一致するように、凹部
８が形成されている。なお、凹部８内は、アンダーフィル７により完全に充填されること
なく、一部だけ配置されている点においては、図１の実装構造体１と同様な構成を有して
いる。このような構成では、フィレット部７ａの拡がり領域は、図１の実装構造体１と比
べると僅かに拡大する傾向にあるものの、凹部が形成されていない構造と比べれば、拡が
り領域を縮小させる方向に制限することができるという効果は有しており、さらにフィレ
ット部７ａの傾斜角度を立たせた状態とすることができる。
【００４０】
　これに対して、図３の比較例にかかる半導体チップの実装構造体２１においては、半導
体チップ２の外周端部位置Ｐ１よりも外側に離れるように凹部８が形成された構造を有し
ている。さらに凹部８内は、アンダーフィル７により略完全に充填されている。このよう
な構造の半導体チップの実装構造体２１では、フィレット部７ａの拡がり領域の拡大を制
限することができない。すなわち、拡がろうとするフィレット部７ａが凹部８に到達して
始めてその拡がり領域の拡大を制限することができるが、半導体チップ２の外周端部位置
より大きく離れて凹部８が形成されているような構成では、その拡大を制限することがで
きない。その結果、フィレット部７ａの傾斜角度はより小さくなり寝かされた状態にて形
成されることになる。
【００４１】
　図１及び図２の本第１実施形態の半導体チップの実装構造体１、及び１１、並びに図３
の比較例の半導体チップの実装構造体２１のそれぞれを製作し、所定の条件にて熱サイク



(10) JP WO2008/078746 A1 2008.7.3

10

20

30

40

50

ル試験を行った。具体的には、各々の実装構造体を１００個ずつ製作し、これら１００個
の実装構造体に対して、相対湿度８０％以下の雰囲気中にて、０℃から８０℃までの温度
変化のサイクルを５００回繰り返した。その後、各々の実装構造体における電気接続状態
、及び導通が取れるかどうかの確認を行い、熱サイクル付加による半導体チップの実装構
造体における剥離や内部破壊による不良発生個数の測定を行った。また、このような熱サ
イクル試験を複数セット実施した。
【００４２】
　その結果、図１の本第１実施形態にかかる半導体チップの実装構造体１では、１００個
に対して不良発生個数が０～１個程度であった。また、図２の本第１実施形態にかかる半
導体チップの実装構造体１１では、１００個に対して不良発生個数が１～２個程度であっ
た。これに対して、図３の比較例にかかる半導体チップの実装構造体２１では、１００個
に対して不良発生個数が１０～２０個と多くなった。これらの試験結果からは、本第１実
施形態の半導体チップの実装構造体では、比較例に比して十分に不良発生個数を低減可能
であることが判る。
【００４３】
　図１及び図２の本第１実施形態の半導体チップの実装構造体１、１１では、凹部８が半
導体チップ２の外周端部位置Ｐ１に位置されるように形成されているため、フィレット部
７ａにおける樹脂の量、すなわち基板４上に配置されるフィレット部７ａの樹脂量を少な
くすることができる。従って、熱膨張率差により生じる応力負荷を低減することができ、
熱サイクルが繰り返し付加されるような場合であっても、不良発生数を少なくすることが
できる。
【００４４】
　これに対して、図３の比較例の半導体チップの実装構造体２１では、凹部８の形成位置
が半導体チップ２の外周端部よりも大きく離れているため、結果としてフィレット部７ａ
における樹脂量が多くなっている。従って、応力負荷を低減することができず、繰り返し
て熱サイクルが付加されることにより不良が発生しやすくなる。
【００４５】
　このように本第１実施形態の半導体チップの実装構造体においては、半導体チップ２の
外周端部に相当する位置に凹部を形成することで、フィレット部７において拡がるはずの
樹脂を凹部内へ導き入れることで拡がり領域を減少させることができる。このような観点
からは凹部内へは樹脂が完全に充填されていない方がフィレット部の樹脂量を少なくする
ことができ好ましい。また、フィレット部の傾斜角度が大きくなる方が樹脂量を少なくす
ることができ好ましい。このような観点からは、凹部８の内側方向の端部位置Ｐ２は、半
導体チップ２の外周端部位置Ｐ１よりも内側に位置されることが好ましいと言える。これ
により、各部材に熱膨張差などに起因して生じる応力負荷を低減することができる。特に
このような効果は、Ｌｏｗ－ｋ材料が用いられるような半導体チップの実装構造体に対し
て有効となる。なお、このような凹部８の機能からは、凹部８は、樹脂拡がり領域制限用
凹部であると言うことができる。
【００４６】
　次に、このような半導体チップの実装構造体１の製造方法、すなわち、半導体チップ２
の基板４への実装方法について、図４及び図５に示す半導体チップ２及び基板４の模式断
面図を用いて以下に説明する。
【００４７】
　まず、図４に示すように、基板４において凹部８にて囲まれた実装領域に例えばシート
状のアンダーフィル７を配置する。このとき、アンダーフィル７が凹部８内に入り込まな
いようにアンダーフィル７の配置が行われる。なお、このようなシート状のアンダーフィ
ル７が用いられるような場合に代えて、半液状の樹脂材料が配置されるような場合であっ
てもよい。その後、基板４の実装領域内に形成されている各々の基板電極５とパッド３と
が対向するように、基板４に対する半導体チップ２の位置決めが行われた状態で、半導体
チップ２がアンダーフィル７を介在させて基板４上に配置される。
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【００４８】
　次に、弾性材料の一例としてシリコーンゴム材料により形成された押圧部１６を装備す
る圧着ツール１５を基板４上にアンダーフィル７を介在させて配置された半導体チップ２
の上方に位置決めして配置する。その後、圧着ツール１５を下降させて押圧部１６を半導
体チップ２の上面に当接させるとともに、さらに下降させることで半導体チップ２を基板
４に対して押圧する。
【００４９】
　この押圧によって付加される加圧力により、図５に示すように、アンダーフィル７は基
板４の表面に沿って押し拡げられ、実装領域外へと拡がる。実装領域の周囲には凹部８が
形成されているため、このように押し拡げられたアンダーフィル７の一部は、凹部８へと
導かれて、実装領域外へと拡がる領域が凹部８により制限される。さらに、圧着ツール１
５に設けられている押圧部１６は、シリコーンゴム材料にて形成されているため、押圧と
ともにその形状が弾性変形して、半導体チップ２の周囲より回り込み、実装領域外へと拡
がろうとするアンダーフィル７を制限しながら、その一部を積極的に凹部８内へ導くよう
に作用する。その結果、アンダーフィル７の周囲に大きな傾斜角度を有するフィレット部
７ａが形成されることとなる。
【００５０】
　一方、このような押圧により、半導体チップ２に形成されているバンプ６がアンダーフ
ィル７を押し退けるようにして基板４の基板電極５と電気的に接続された状態となる。そ
の後、圧着ツール１５によりアンダーフィル７が加熱されることで熱硬化されて、図１に
示すような半導体チップの実装構造体１が形成される。
【００５１】
　なお、上述の製造方法の説明においては、フィレット部７ａの形状をより確実に形成す
るために弾性材料により形成された押圧部１６を有する圧着ツール１５が用いられるよう
な場合について説明したが、このような圧着ツールが用いられないような場合であっても
よい。ただし、押圧部１６を有する圧着ツール１５を用いることで、例えば、半導体チッ
プ２の外周端部の平面的な位置による樹脂の拡がり量のバラツキが生じるような場合であ
っても、弾性変形した押圧部１６にて樹脂の拡がり量を積極的に制限して、拡がりのバラ
ツキを少なくすることが可能となる。
【００５２】
　（第２実施形態）
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その他種々の態様で実施でき
る。例えば、本発明の第２の実施形態にかかる半導体素子の実装構造体の一例である半導
体チップの実装構造体３１の模式断面図を図６に示す。なお、図６の半導体チップの実装
構造体３１において、上記第１実施形態の実装構造体１と同じ構成の部材には同じ参照番
号を付してその説明を省略する。
【００５３】
　図６に示すように、本第２実施形態の半導体チップの実装構造体３１は、その凹部３８
の内底部３８ａが傾斜面として形成されている点において、上記第１実施形態の半導体チ
ップの実装構造体１とは異なる構成を有している。以下、この異なる構成を主として説明
する。
【００５４】
　図６に示すように、基板４における半導体チップ２の外周端部に対向する位置Ｐ１には
、凹部３８が形成されている。凹部３８は、その内側方向の端部位置Ｐ２から外側方向に
向かって深くなるように傾斜された内底部３８ａを有している。この内底部３８ａは、外
側方向の端部位置Ｐ３にて最深部に到達するように形成されている。また、凹部３８の内
側方向の端部位置Ｐ２は、半導体チップ２の外周端部位置Ｐ１よりも半導体チップ２の中
心側に配置されており、外側方向の端部位置Ｐ３は半導体チップ２の外周端部位置Ｐ１よ
りも外側に配置されている点においては、上記第１実施形態の半導体チップの実装構造体
１と同様な配置構成を有している。
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【００５５】
　このような構成の半導体チップの実装構造体３１においては、上記第１実施形態の半導
体チップの実装構造体による効果に加えて、さらに、半導体チップ２を基板４に実装する
際に、実装領域の周囲へ拡がろうとするアンダーフィル７を、傾斜された内底部３８ａに
て凹部３８内へ円滑に導くことができ、樹脂の流動性を良好なものすることができる。こ
のように樹脂の流動性を良好なものとすることにより、例えば、アンダーフィル７に対す
る加熱により生じるボイド（気泡）の樹脂外部への排出性を良好なものとすることができ
、接合の信頼性を高めることができる。また、傾斜された内底部３８ａに沿って円滑に樹
脂を凹部３８内に導くことにより、例えば、上記第１実施形態の構成のように傾斜された
内底部が形成されていないような場合と比して、樹脂の流れの向きを大きく変えることが
ないため、歪み等の発生をより少なくすることが可能となる。
【００５６】
　ここで、本第２実施形態の変形例にかかる半導体チップの実装構造体４１を図７の模式
断面図に示し、比較例にかかる半導体チップの実装構造体５１、６１を図８、図９の模式
断面図に示す。
【００５７】
　まず、図７の変形例にかかる半導体チップの実装構造体４１は、図６の凹部３８と同じ
深さＤ１で傾斜された内底部４８ａを有する凹部４８が形成されているものの、凹部４８
の内側方向の端部位置Ｐ２が、半導体チップ２の外周端部位置Ｐ１と略一致するように凹
部４８が配置されている点において、図６の実装構造体３１とは異なる構成を有している
。
【００５８】
　このような構成においては、図６の実装構造体３１と同様に、熱膨張率の差により生じ
る負荷を、フィレット部７ａにおいて低減することができる。ただし、凹部４８の容積が
、凹部３８と比して小さくなるため、アンダーフィル７の拡がり量が過大とならないよう
にすることが好ましい。
【００５９】
　次に、図８の比較例にかかる半導体チップの実装構造体５１、及び図９の比較例にかか
る半導体チップの実装構造体６１は、図６の実装構造体３１と凹部の配置位置を同じとし
ながら、その深さを深く又は浅くしたものである。
【００６０】
　具体的には、図８の実装構造体５１では、凹部５８の深さＤ２が凹部３８の深さＤ１よ
りも深く設定（例えば、Ｄ２＝Ｄ１×２に設定）されている。このような構成においては
、深さＤ２の大きさや樹脂の量にもよるが、凹部５８の容積が大きくなりすぎ、凹部５８
内に配置されているアンダーフィル７の熱膨張や熱収縮が半導体チップ２に対して応力負
荷となって影響を与える可能性がある。
【００６１】
　また、図９の実装構造体６１では、凹部６８の深さＤ３が凹部３８の深さＤ１よりも浅
く設定（例えば、Ｄ３＝Ｄ１×０．５に設定）されている。このような構成においては、
深さＤ３の大きさや樹脂の量にもよるが、凹部６８の容積が拡がる樹脂を導くためには十
分ではなく、フィレット部７ａの傾斜角度を効果的に立たせることが難しい場合がある。
このような場合にあっては、各部材の熱膨張率差により生じる応力負荷を十分に低減させ
ることができない可能性がある。
【００６２】
　図６から図９のそれぞれの半導体チップの実装構造体３１、４１、５１、及び６１を製
作し、上記第１実施形態と同様の条件にて熱サイクル試験を実施した。その結果、図６の
本第２実施形態にかかる半導体チップに実装構造体３１では、１００個に対して不良発生
個数が０個であった。また、図７の本第２実施形態にかかる半導体チップの実装構造体４
１では、１００個に対して不良発生個数が２～４個程度であった。これに対して、図８の
比較例にかかる半導体チップの実装構造体５１では、１００個に対して不良発生個数が１
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０～２０個と多くなった。また、図９の比較例にかかる半導体チップの実装構造体６１で
は、１００個に対して不良発生個数が５～１０個と多くなった。これらの試験結果からは
、本第２実施形態の半導体チップの実装構造体では、比較例に比して十分に不良発生個数
を低減可能であることが判る。
【００６３】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態にかかる半導体チップの実装構造体７１の模式断面図を
図１０に示す。図１０に示すように、本第３実施形態の半導体チップの実装構造体７１は
、図６に示す上記第２実施形態の実装構造体３１と同じ凹部３８の配置構成を有するもの
の、基板４における実装領域の略中央付近に他の表面よりも隆起された隆起部７９が形成
されている点において、図６の構成とは相違している。
【００６４】
　図１０に示すように、実装領域の略中央付近に隆起部７９が形成されていることにより
、隆起部７９の頂部から、凹部３８における傾斜された内底部３８ａを経由して、凹部３
８の最深部まで、勾配が形成されている。このような勾配は、例えば、実装領域の中央付
近から放射状に形成されるような場合であってもよく、また、四方に向けて形成されるよ
うな場合であってもよい。また、このような勾配は、必ずしも連続している場合に限られ
ず、その一部に平坦部が含まれて、いわゆるピラミッド状（あるいは階段状）に形成され
るような場合であってもよい。例えば基板電極５が形成されている付近等には傾斜面を形
成することが困難な場合もあるからである。
【００６５】
　このように、基板４において、実装領域の略中央付近から凹部３８内にかけて、降り勾
配が設けられていることにより、半導体チップ２の実装時に実装領域外へと押し広げられ
るアンダーフィル７の流動性を良好なものとすることができ、ボイド等を効率的に排出し
、信頼性の高い接合を実現することができる。また、このような良好な流動性により、樹
脂を凹部３８内へ積極的かつ効果的に導くことができ、フィレット部７ａの拡がり領域を
有効に制限することが可能となる。なお、なお、このような隆起部７９は、隆起部７９が
形成されていない状態のアンダーフィル７の厚さ寸法０．０５ｍｍに対して、０．０１５
～０．０２５ｍｍ程度の高さ寸法に形成される。
【００６６】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態にかかる半導体チップの実装構造体として、凹部の平面
的な配置構成の様々な形態について説明する。本第４実施形態にかかる半導体チップの実
装構造体１０１、１１１、１２１、及び１３１の模式平面図を、図１１～図１４に示す。
なお、以下の説明においては、凹部の平面的な配置構成について行うものとし、凹部の断
面的な形状については、上記第１実施形態から第３実施形態までの構成が適用される。
【００６７】
　まず、図１１の半導体チップの実装構造体１０１においては、半導体チップ２の外周端
部に沿ってその周囲全体に渡って凹部１０８が形成されている。このように周囲全体に渡
って凹部１０８を形成することにより、外周端部のいずれの位置から拡がろうとするアン
ダーフィル７を凹部１０８内に導き入れることで、拡がり領域を確実に制限することがで
きる。
【００６８】
　次に、図１２の半導体チップの実装構造体１１１においては、半導体チップ２の４つの
コーナー部分及びその近傍において、凹部１１８を配置した構成が採用されている。一般
的に、半導体チップ２におけるコーナー部分は、半導体チップ２の中心からの距離が大き
くなるため、熱膨張や熱収縮による応力負荷が集中しやすい傾向にある。このような観点
より、コーナー部分における応力負荷の低減を主目的とするような場合には、このような
構成が有効である。
【００６９】
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　また、図１３の半導体チップの実装構造体１２１においては、半導体チップ２の外周端
部に対向する位置に、部分的に凹部１２８が形成された構成が採用されている。すなわち
、外周端部において、凹部１２８は連続して形成されることなく、凹部１２８が形成され
ていない部分が存在している。このような構成によれば、凹部１２８が形成されていない
部分を配線形成位置として利用することができ、半導体チップの実装構造体全体としての
設計を容易なものとすることが可能となる。なお、このように部分的に配置する凹部１２
８は、コーナー部分を中心に設けることで応力集中しやすいコーナー部分の応力負荷を低
減させることができ、辺の部分を中心に設けることでコーナー部分に比して樹脂の拡がり
量が多い辺部分における樹脂の拡がり領域を積極的に制限することができる。
【００７０】
　次に、図１４の半導体チップの実装構造体１３１においては、半導体チップ２の外周端
部に対向する位置を含みながら、大略楕円形状を有する凹部１３８の配置構成が採用され
ている。このような凹部１３８の配置構成は、アンダーフィル７の実際の流動性を考慮し
たものであり、比較的流動性の高い辺部分における凹部１３８の幅寸法を大きく設定し、
比較的流動性の低いコーナー部分における凹部１３８の幅寸法を小さく設定している。こ
のような構成によれば、辺部分において大きく拡がろうとするアンダーフィル７を、大き
な容量を有する凹部１３８にて確実に制限しながら、応力集中が生じやすいコーナー部分
においてもアンダーフィル７の拡がりを制限することができる。また、このような構成の
凹部１３８と、弾性材料にて形成された押圧部１６を有する圧着ツール１５とを組み合わ
せて使用することにより、大略楕円形状のフィレット部７ａを形成することができ、熱膨
張率差により生じる応力負荷を全体的に低減することが可能となる。
【００７１】
　（第５実施形態）
　次に、本発明の第５の実施形態にかかる半導体チップの実装構造体２０１の模式平面図
を図２０に示す。また、図２０の半導体チップの実装構造体２０１のＢ－Ｂ線断面図を図
２１に示し、Ｃ－Ｃ線断面図を図２２に示す。
【００７２】
　まず、図２０の模式平面図に示すように、半導体チップの実装構造体２０１においては
、半導体チップ２の４つのコーナー部分において、４つの凹部２０８を配置するとともに
、コーナー部分の間の辺部分にも２つの凹部２１８が配置された構成が採用されている。
【００７３】
　ここで、半導体チップの実装構造体２０１における辺部分の断面図（Ｂ－Ｂ線断面図）
である図２１と、コーナー部分の断面図（Ｃ－Ｃ線断面図）である図２２に示すように、
コーナー部分に形成されている凹部２０８の内底面２０８ａの深さＤ１１は、辺部分に形
成されている凹部２１８の内底面２１８ａの深さＤ１２よりも深くなっている。このよう
に凹部２０８および２１８の深さが互いに異なっていることにより、コーナー部分の凹部
２０８の内底面２０８ａの傾斜角度θ１を、辺部分の凹部２１８の内底面２１８ａの傾斜
角度θ２よりも大きくすることができる。
【００７４】
　このような構成を有する本第５実施形態の半導体チップの実装構造体２０１においては
、アンダーフィル７の実際の流動性を考慮して、比較的流動性の高い辺部分における凹部
２１８の内底面２１８ａの傾斜角度θ２を緩やかに形成して、凹部２１８へのアンダーフ
ィル７の流動量を制限するとともに、比較的流動性の低いコーナー部分における凹部２０
８の内底面２０８ａの傾斜角度θ１の傾斜角度を大きくして、アンダーフィル７の流動を
凹部２０８に導き易くすることができ、半導体チップの実装構造体２０１全体においてア
ンダーフィル７による確実な封止を実現することができる。
【００７５】
　さらに、コーナー部分の凹部２０８の深さＤ１１を、辺部分の凹部２１８の深さＤ１２
よりも大きくなるように構成することで、コーナー部分に形成されるフィレット部７ａの
傾斜角度θ３を、辺部分に形成されるフィレット部７ａの傾斜角度θ４よりも大きくする
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ことができる。このように応力集中が生じやすいコーナー部分においてフィレット部７ａ
の傾斜角度θ３を比較的大きくすることにより、熱膨張率差等により生じる応力負荷を低
減することができる。
【００７６】
　なお、図２０に示す半導体チップの実装構造体２０１では、コーナー部分の凹部２０８
の内側端部が半導体チップ２のコーナー部分の形状に沿って形成されている場合について
説明したが、本発明はこのような場合についてのみ限定されるものではない。このような
場合に代えて、例えば、図２３の変形例にかかる半導体チップの実装構造体２５１の模式
平面図に示すように、コーナー部分の内側領域にまで凹部２５８の内底面が延在するよう
な構成を採用することもできる。特に、コーナー部分の内側領域には、パッド３等が形成
されない場合が多いため、このような構成を採用することにより、内側領域を有効に活用
することができる。
【００７７】
　なお、上記様々な実施形態のうちの任意の実施形態を適宜組み合わせることにより、そ
れぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
【００７８】
　本発明の半導体チップの実装構造は、半導体チップの外周端部に相当する基板表面に位
置に実装領域から拡がろうとする樹脂を導き入れる凹部を設けることにより、樹脂の拡が
り領域の拡大を抑制することができ、実装時の加熱、冷却処理によって生じる各部材の熱
膨張、収縮差および実装後の機械的な負荷に対する基板のたわみによる半導体チップに発
生する応力負荷を軽減し、チップ内部の破壊を回避することができる。
【００７９】
　本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されている
が、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形
や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に
含まれると理解されるべきである。
【００８０】
　２００６年１２月２６日に出願された日本国特許出願Ｎｏ．２００６－３４９５１１号
の明細書、図面、及び特許請求の範囲の開示内容は、全体として参照されて本明細書の中
に取り入れられるものである。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月22日(2009.6.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子の素子電極と基板の基板電極とを突起電極を介して接続するとと
もに、上記半導体素子と上記基板との間に封止接着用樹脂を配置して、上記半導体素子が
上記基板に実装された半導体素子の実装構造体及び半導体素子の実装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子部品として従来の半導体パッケージに比較して実装面積を大幅に縮小できるベアチ
ップ実装が利用される中で、基板の回路形成面に半導体チップ（半導体素子）の回路形成
面を対向させ、金などの金属で形成されるバンプ（突起電極）を介して重ね合わせること
で導通を得るフェイスダウン実装は、基板の回路形成面と半導体チップの回路形成面の反
対側の面を対向させ、ワイヤボンディングによって金属細線を引き出すことで両端子を接
続するフェイスアップ実装と比較して、半導体チップおよびその実装構造体全体のさらな
る小型化が可能であり、幅広く利用されている。
【０００３】
　ここで、このような従来の半導体チップの実装構造体５０１の模式平面図を図１５に示
し、図１５の実装構造体５０１におけるＡ－Ａ線断面図を図１６に示す。図１５及び図１
６に示すように、略方形状の形状を有する半導体チップ２の下面側である回路形成面には
、複数の素子電極であるパッド３が形成されており、基板４の上面側である回路形成面に
は複数の基板電極５が形成されている。それぞれのパッド３と基板電極５は、パッド３上
に個別に形成された突起電極であるバンプ６を介して個別に電気的に接続されている。ま
た、半導体チップ２と基板４との間には、封止接着用の絶縁性樹脂として、アンダーフィ
ル７が充填配置されており、これにより、それぞれのパッド３、基板電極５、及びバンプ
６が封止された状態にて、半導体チップ２と基板４とが接着された実装構造体が形成され
ている。
【０００４】
　このような実装構造体は、例えば、半導体チップ２のそれぞれのパッド３上に形成され
たバンプ６と、その表面にシート状のアンダーフィル７が貼り付けされた基板４とを対向
させた後、アンダーフィル７を介して半導体チップ２を基板４に押し付けるといういわゆ
るシート工法を実施することで形成される。特に、このような従来のシート工法において
は、半導体チップ２と基板４との間へのアンダーフィル７の充填配置と、半導体チップ２
のパッド３と基板４の基板電極５とのバンプ６を介した電気的接続を同時に行うことがで
き、工程の簡略化及び短時間化の観点で有効とされ、幅広く利用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１８８３６２号公報
【特許文献２】特開２００２－１３４５５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年、半導体パッケージの小型、低コスト化を目的としたチップ内部配線の微細化を目
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的とした、チップ内部の絶縁材料の低誘電率化が進められている。このような低誘電率な
樹脂材料（以下、「Ｌｏｗ－ｋ材料」とする。）に関しては、誘電率の低下とともにその
機械的強度の脆弱化も進行し、半導体チップの実装工程において、Ｌｏｗ－ｋ材料の脆弱
性が原因となった半導体チップの内部破壊が懸念されている。
【０００７】
　ここで、Ｌｏｗ－ｋ材料について、図１９に示す半導体チップの模式断面図を用いて説
明する。図１９に示すように、半導体チップ２は、シリコン（Ｓｉ）層５１１と、シリコ
ン層５１１上にＬｏｗ－ｋ材料にて形成されたＬｏｗ－ｋ層５１２と、Ｌｏｗ－ｋ層５１
２上に形成され、主に配線が形成される配線層５１３と、配線層５１３上にＳｉＯ２また
はＳｉＮｘにて形成された絶縁層５１４とを備えている。なお、Ｌｏｗ－ｋ層５１２およ
び配線層５１３は、例えば複数の薄膜層が積層されて形成されている。また、絶縁層５１
４の表面には複数のパッド３が露出するように配置されており、それぞれのパッド３とシ
リコン層５１１とを電気的に接続する複数のビア電極５１５が、Ｌｏｗ－ｋ層５１２およ
び配線層５１３を貫通するように形成されている。このようなＬｏｗ－ｋ層５１２は、半
導体チップ２の本体部分であるシリコン層５１１と比してその厚さが薄い薄膜として形成
されており、上述したようにその誘電率の低下とともに機械的強度が他の層と比して脆弱
であるという特徴を有している。このようなＬｏｗ－ｋ層５１２の機械的強度の脆弱性に
起因して、例えば、Ｌｏｗ－ｋ層５１２にクラック５１６が生じる、あるいはＬｏｗ－ｋ
層５１２において界面剥離が生じるなどによる半導体チップの内部破壊が懸念されている
。
【０００８】
　一般に、半導体チップの熱膨張係数はアンダーフィルや基板の熱膨張係数と比べ極端に
小さく、実装時の加熱処理及び冷却処理によって生じる各部材の熱膨張差や熱収縮差によ
って半導体チップの各部分、特に方形状の半導体チップのコーナー部分には大きな引張負
荷が発生する。例えば、半導体チップの熱膨張率を仮に１とすると、アンダーフィルの熱
膨張率は４０～５０ｐｐｍ、基板の熱膨張率は５～２０ｐｐｍである。また、半導体チッ
プの実装工程においては、例えば半導体チップが実装された後の基板の割断工程、すなわ
ち多面取り基板の割断工程や、基板の裏面へのはんだボール付け工程などを実施する際に
生じる機械的な負荷により基板がたわみ、半導体チップへの負荷がさらに大きなものとな
る。
【０００９】
　これらの負荷を軽減するために、例えば特許文献１では、図１７の模式説明図に示すよ
うに、半導体素子の実装構造体６０１において、半導体素子２の周囲に形成される充填剤
（アンダーフィル）６０７のフィレット部（裾拡がり部）６０７ａの下部に位置する基板
４の表面に溝部６１０を形成し、この溝部６１０内にまで充填剤６０７が充填される、す
なわち溝部６１０を充填剤で満たすような構成が採用されている。このような構成におい
ては、溝部６１０内に充填された充填剤６０７が、アンカーとして作用することにより充
填剤６０７と基板４との接着強度を高めている。すなわち、半導体素子の外周端部を、充
填剤を介して基板４にてしっかりと保持させる構造が採られている。
【００１０】
　また、例えば特許文献２では、図１８に示すように、半導体素子の実装構造体７０１に
おいて、半導体素子２のコーナー部の側面とアンダーフィル７０７との間に補強部材（樹
脂）７１１を設けることで、作用される応力をこの補強部材７１１により分散させるよう
な構成が採用されている。
【００１１】
　しかしながら、特許文献１の半導体素子の実装構造体６０１では、充填剤６０７と基板
４との接合力を高めるために半導体素子２の実装領域の周囲に形成された溝部６１０内に
確実に充填剤６０７が充填される構造が採用されているため、フィレット部６０７ａに配
置される充填剤６０７の量が多くなり、フィレット部６０７ａの拡がり領域は拡大される
傾向にある。そのため、各部材の熱膨張差や熱収縮差による引張負荷を十分に低減させる
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ことは困難となり、特に薄型化された半導体素子に対しては応力負荷（引張負荷）が加わ
って、剥離による素子破壊が生じる場合がある。ここで、剥離とは、半導体素子において
アンダーフィル（樹脂あるいは充填剤）と接触している部分が、半導体素子本体より別れ
て分離してしまう現象である。
【００１２】
　また、特許文献２の半導体素子の実装構造体７０１では、応力緩和のため、２種類の樹
脂を用いているため、その製造工程が複雑になる。さらに、薄型化された半導体素子２に
対しては、補強部材７１１を配置することが困難であるという問題もある。
【００１３】
　従って、本発明の目的は、上記問題を解決することにあって、半導体素子の素子電極と
基板の基板電極とを突起電極を介して接続するとともに、上記半導体素子と上記基板との
間に封止接着用樹脂を配置して、上記半導体素子が上記基板に実装された半導体素子の実
装構造体及びその実装方法において、実装時の加熱処理や冷却処理によって生じる各部材
の熱膨張差及び熱収縮差、並びに実装後の機械的な負荷に対する基板のたわみによる半導
体素子の周辺部分に発生する負荷を軽減し、半導体素子の実装構造体の内部破壊を回避す
ることができる半導体素子の実装構造体及び半導体素子の実装方法を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明は以下のように構成する。
【００１５】
　本発明の第１態様によれば、複数の素子電極を有する半導体素子と、
　複数の基板電極を有する基板と、
　上記それぞれの素子電極と基板電極とを接続する複数の突起電極と、
　上記それぞれの素子電極、基板電極、及び突起電極を封止するとともに、上記半導体素
子と上記基板とを接着させるように、上記半導体素子と上記基板との間に配置された封止
接着用樹脂と、
　上記基板の電極形成面において、上記半導体素子の外周端部に対向する位置に形成され
、その内側の一部に上記封止接着用樹脂が配置された凹部とを備える、半導体素子の実装
構造体を提供する。
【００１６】
　本発明の第２態様によれば、上記基板に形成された上記凹部は、その内側に上記樹脂を
配置させることで、上記基板における上記半導体素子との対向領域外への上記樹脂の拡が
り領域を制限する樹脂拡がり領域制限用凹部である、第１態様に記載の半導体素子の実装
構造体を提供する。
【００１７】
　本発明の第３態様によれば、上記凹部は、上記基板における上記半導体素子との対向領
域の外周端部よりも内側の領域を含んで形成されている、第１態様に記載の半導体素子の
実装構造体を提供する。
【００１８】
　本発明の第４態様によれば、上記凹部は、上記基板における上記半導体素子との対向領
域の周囲に向けて深くなるように傾斜された内底部を有する、第１態様に記載の半導体素
子の実装構造体を提供する。
【００１９】
　本発明の第５態様によれば、上記基板における上記半導体素子との対向領域の中心に上
記凹部の開口端部よりも隆起された隆起部が形成され、上記隆起部より上記凹部の内底部
にかけて降り勾配が設けられている、第１態様に記載の半導体素子の実装構造体を提供す
る。
【００２０】
　本発明の第６態様によれば、略方形状の形状を有する上記半導体素子の角部に対向する
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位置に形成される上記凹部は、その他の位置に形成される上記凹部よりもその内側の容積
が小さくなるように形成されている、第１態様から第５態様のいずれか１つに記載の半導
体素子の実装構造体を提供する。
【００２１】
　本発明の第７態様によれば、上記基板における上記半導体素子との対向領域の外周端部
において、複数の上記凹部が形成されている、第１態様から第５態様のいずれか１つに記
載の半導体素子の実装構造体を提供する。
【００２２】
　本発明の第８態様によれば、上記基板における上記半導体素子との対向領域の外周端部
の全周に渡って、上記凹部が連続して形成されている、第１態様から第５態様のいずれか
１つに記載の半導体素子の実装構造体を提供する。
【００２３】
　本発明の第９態様によれば、略方形状の形状を有する上記半導体素子の角部に対向する
位置に形成される上記凹部は、その他の位置に形成される上記凹部よりも深い内底部を有
するように形成されている、第１態様から第５態様のいずれか１つに記載の半導体素子の
実装構造体を提供する。
【００２４】
　本発明の第１０態様によれば、略方形状の形状を有する上記半導体素子の角部に対向す
る位置に形成される上記凹部は、その他の位置に形成される上記凹部の上記内底部の傾斜
角度よりも大きな傾斜角度を有する上記内底部を有するように形成されている、第４態様
に記載の半導体素子の実装構造体を提供する。
【００２５】
　本発明の第１１態様によれば、半導体素子の実装領域の外周端部に凹部が形成された基
板における上記実装領域上に、封止接着用樹脂を配置し、
　上記半導体素子を上記基板に上記封止接着用樹脂を介して押圧して、上記半導体素子の
それぞれの素子電極と上記基板のそれぞれの基板電極とを、それぞれの突起電極を介して
接続するとともに、上記実装領域外へ拡がる上記封止接着用樹脂の一部を上記凹部内へ導
いて、上記樹脂の拡がり領域を規制しながら、上記それぞれの素子電極、基板電極、及び
突起電極を上記樹脂により封止し、
　その後、上記封止接着用樹脂を加熱して硬化させて、上記半導体素子を上記基板に実装
することを特徴とする半導体素子の実装方法を提供する。
【００２６】
　本発明の第１２態様によれば、上記封止接着用樹脂による封止は、弾性材料にて形成さ
れた押圧部を有する圧着ツールを用いて、上記押圧部により上記半導体素子を上記基板に
上記封止接着用樹脂を介して押圧するとともに、上記実装領域外へ拡がる上記封止接着用
樹脂を上記押圧部により押圧して上記凹部内へ導いて、上記樹脂の拡がり領域を規制しな
がら行う、第１１態様に記載の半導体素子の実装方法を提供する。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、半導体素子の実装構造体において、半導体素子の外周端部に対向する
位置における基板表面に、その内側の一部に封止接着用樹脂が配置された凹部が形成され
ているため、封止接着用樹脂におけるフィレット部分（裾広がり部分）の配置領域の拡大
を抑制しながら、その傾斜角度を大きくすることができる。すなわち、半導体素子を、樹
脂を介して基板に実装する際に付加される押圧力により、基板と半導体素子との対向領域
の周囲外側へと樹脂が拡がってフィレット部分が形成されることになるが、この際に樹脂
の一部を凹部内へと導き入れることにより、樹脂の広がり領域を減少させるとともに、フ
ィレット部分の傾斜角度を大きくすることができる。このようにフィレット部分の拡がり
領域の面積を減少させてその傾斜角度を大きくすることにより、実装時の加熱処理や冷却
処理によって生じる各部材の熱膨張差及び熱収縮差、並びに実装後の機械的な負荷に対す
る基板のたわみによる半導体素子の周辺部分に発生する負荷を軽減し、半導体素子の実装
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構造体の内部破壊を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　本発明のこれらと他の目的と特徴は、添付された図面についての好ましい実施形態に関
連した次の記述から明らかになる。
【図１】図１は、本発明の第１実施形態にかかる半導体チップの実装構造体の模式断面図
である。
【図２】図２は、上記第１実施形態の変形例にかかる半導体チップの実装構造体の模式断
面図である。
【図３】図３は、上記第１実施形態に対する比較例にかかる半導体チップの実装構造体の
模式断面図である。
【図４】図４は、図１の半導体チップの実装構造体の製造方法を示す模式説明図であり、
圧着ツールにより押圧が行われる直前の状態を示す図である。
【図５】図５は、図１の半導体チップの実装構造体の製造方法を示す模式断面図であり、
圧着ツールにより押圧が行われている状態を示す図である。
【図６】図６は、本発明の第２実施形態にかかる半導体チップの実装構造体の模式断面図
である。
【図７】図７は、上記第２実施形態の変形例にかかる半導体チップの実装構造体の模式断
面図である。
【図８】図８は、上記第２実施形態に対する比較例にかかる半導体チップの実装構造体の
模式断面図である。
【図９】図９は、上記第２実施形態に対する別の比較例にかかる半導体チップの実装構造
体の模式断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の第３実施形態にかかる半導体チップの実装構造体の模式断
面図である。
【図１１】図１１は、本発明の第４実施形態にかかる半導体チップの実装構造体の模式平
面図である。
【図１２】図１２は、本発明の第４実施形態にかかる別の半導体チップの実装構造体の模
式平面図である。
【図１３】図１３は、本発明の第４実施形態にかかる別の半導体チップの実装構造体の模
式平面図である。
【図１４】図１４は、本発明の第４実施形態にかかる別の半導体チップの実装構造体の模
式平面図である。
【図１５】図１５は、従来の半導体チップの実装構造体の模式平面図である。
【図１６】図１６は、図１５の半導体チップの実装構造体におけるＡ－Ａ線模式断面図で
ある。
【図１７】図１７は、従来の別の半導体チップの実装構造体の模式断面図である。
【図１８】図１８は、従来のさらに別の半導体チップの実装構造体の模式断面図である。
【図１９】図１９は、従来の半導体チップの模式断面図である。
【図２０】図２０は、本発明の第５実施形態にかかる半導体チップの実装構造体の模式平
面図である。
【図２１】図２１は、図２０の半導体チップの実装構造体におけるＢ－Ｂ線模式断面図で
ある。
【図２２】図２２は、図２０の半導体チップの実装構造体におけるＣ－Ｃ線模式断面図で
ある。
【図２３】図２３は、第５実施形態の変形例にかかる半導体チップの実装構造体の模式平
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明の記述を続ける前に、添付図面において同じ部品については同じ参照符号を付し
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ている。
【００３０】
　以下に、本発明にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３１】
　（第１実施形態）
　本発明の第１の実施形態にかかる半導体素子の実装構造体の一例である半導体チップの
実装構造体１の模式断面図を図１に示す。
【００３２】
　図１に示すように、本第１実施形態の半導体チップの実装構造体１においては、基板４
の上に封止接着用樹脂の一例であるシート状のアンダーフィル７が配置され、このアンダ
ーフィル７を介して半導体チップ２が実装されている。半導体チップ２の図示下面側であ
る回路形成面には、素子電極の一例である複数のパッド３が形成されており、これらのパ
ッド３の形成位置に対応するように基板４の図示上面側である回路形成面（電極形成面）
には、複数の基板電極５が形成されており、それぞれのパッド３がそれぞれの基板電極５
に突起電極の一例であるバンプ６を介して個別に電気的に接続されている。なお、バンプ
６は、主にＡｕにて形成されており、僅かに潰れるように変形された状態にて基板電極５
とパッド３との間に介在している。また、アンダーフィル７は、絶縁性樹脂材料により形
成されており、互いに電気的に接続された状態のそれぞれのパッド３、基板電極５、及び
バンプ６を完全に覆って封止するとともに、これらの接続状態を維持するように、半導体
チップ２と基板４との間に介在して両者を接着している。このような状態にて、半導体チ
ップ２が基板４に実装されて、半導体チップの実装構造体１、すなわち半導体パッケージ
部品が構成されている。
【００３３】
　また、半導体チップ２はその平面的な形状が略方形状となっており、半導体チップ２の
方形状の外周端部に対向する基板４上の位置Ｐ１、すなわち基板４上において半導体チッ
プ２が実装される実装領域（半導体チップ２が基板表面に投影された領域、あるいは基板
４と半導体チップ２との対向領域）の外周端部位置Ｐ１には、その周囲表面よりも一段掘
り下げられるように構成された凹部（あるいは溝部）８が形成されている。この凹部８は
、半導体チップ２の外周端部と対向する位置Ｐ１がその内側に位置されるように形成され
ている。すなわち、図１に示すように、半導体チップ２の中心を基準とした凹部８の外側
方向の端部位置Ｐ３と内側方向の端部位置Ｐ２との間に、半導体チップ２の外周端部に対
向する位置Ｐ１が位置されるように、凹部８の形成位置が決められている。
【００３４】
　また、図１に示すように、凹部８内には、アンダーフィル７の外周側に形成されるフィ
レット部（裾広がり部）７ａにおける樹脂の一部が、その内側に配置された状態とされて
いる。ただし、凹部８内には樹脂が完全に充填された状態ではなく、内側の一部にのみ樹
脂が配置された状態とされている。このように、フィレット部７ａにおける樹脂の一部が
凹部８内に配置されていることで、凹部８が形成されていない場合に比して、フィレット
部７ａの拡がり領域が縮小する方向に制限されるとともに、フィレット部７ａの傾斜角度
がより立っている状態、すなわち基板４の表面に対する角度がより大きくされた状態とな
っている。
【００３５】
　基板４は、例えばガラスエポキシ樹脂材料により形成されており、パッド３及び基板電
極５は銅により形成されている。なお、パッド３や基板電極５は、ＮｉやＡｕメッキ、あ
るいはＡｌにより形成することもできる。また、アンダーフィル７は絶縁性樹脂材料とし
て、例えば熱硬化性を有するエポキシ樹脂材料により形成されている。なお、基板４とし
ては、その他に、セラミックス基板、樹脂基板、樹脂シート基板等が用いられるような場
合であってもよい。また、アンダーフィル７はシート状のものを基板４上に配置すること
により形成されるが、このような場合に代えて、半液状の樹脂材料を基板４上に塗布等に
よって配置することで形成することもできる。
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【００３６】
　凹部８は、例えば、レーザー加工等の手段により形成される。このようなレーザー加工
手段が用いられるような場合にあっては、図１に示すように、予め基板４の内部にレーザ
ー加工を停止させるための停止層９を設けておくことで、所望の深さの凹部８をより容易
に形成することが可能となる。このような停止層９は、例えば銅層を用いることができる
。なお、基板４として樹脂成形基板が用いられるような場合にあっては、レーザー加工で
はなく、型で凹部８が形成される。このような凹部８の形成方法は、基板４に用いられる
材料の種類や基板の形状などを考慮して決定することが好ましい。
【００３７】
　このような半導体チップの実装構造体１においては、例えば、半導体チップ２の厚さ寸
法が０．１５ｍｍ、アンダーフィル７の厚さ寸法（基板と半導体チップとの間の距離）が
０．０５ｍｍ、基板４の厚さ寸法が０．３０ｍｍ、凹部８の深さ寸法が０．１０ｍｍとな
っている。また、凹部８の幅寸法（図１におけるＰ２Ｐ３間の距離）が０．４５ｍｍ、凹
部８の内側方向の端部位置Ｐ２と、半導体チップ２の外周端部位置Ｐ１との間の距離が０
．１５ｍｍ、凹部８の外側方向の端部位置Ｐ３と、半導体チップ２の外周端部位置Ｐ１と
の間の距離が０．３ｍｍとなっている。なお、凹部８の外側方向の端部位置Ｐ３は、半導
体チップ２の外周端部位置Ｐ１より離れすぎることは好ましくなく、例えば、Ｐ１Ｐ３間
の距離は、０．５ｍｍ以下となるように凹部８を形成することが好ましい。また、凹部８
の内側方向の端部位置Ｐ２が、基板電極５の形成位置に達しないように凹部８を形成する
ことが好ましい。
【００３８】
　ここで、本第１実施形態の変形例にかかる半導体チップの実装構造体１１の模式断面図
を図２に示し、さらに本第１実施形態の比較例にかかる半導体チップの実装構造体２１の
模式断面図を図３に示す。なお、図２及び図３の半導体チップの実装構造体１１、２１に
おいて、図１の実装構造体１と同じ構成を有する部材には同じ参照番号を付してその説明
を省略する。
【００３９】
　まず、図２に示す変形例にかかる半導体チップの実装構造体１１においては、凹部８の
内側方向の端部位置Ｐ２が半導体チップ２の外周端部位置Ｐ１と略一致するように、凹部
８が形成されている。なお、凹部８内は、アンダーフィル７により完全に充填されること
なく、一部だけ配置されている点においては、図１の実装構造体１と同様な構成を有して
いる。このような構成では、フィレット部７ａの拡がり領域は、図１の実装構造体１と比
べると僅かに拡大する傾向にあるものの、凹部が形成されていない構造と比べれば、拡が
り領域を縮小させる方向に制限することができるという効果は有しており、さらにフィレ
ット部７ａの傾斜角度を立たせた状態とすることができる。
【００４０】
　これに対して、図３の比較例にかかる半導体チップの実装構造体２１においては、半導
体チップ２の外周端部位置Ｐ１よりも外側に離れるように凹部８が形成された構造を有し
ている。さらに凹部８内は、アンダーフィル７により略完全に充填されている。このよう
な構造の半導体チップの実装構造体２１では、フィレット部７ａの拡がり領域の拡大を制
限することができない。すなわち、拡がろうとするフィレット部７ａが凹部８に到達して
始めてその拡がり領域の拡大を制限することができるが、半導体チップ２の外周端部位置
より大きく離れて凹部８が形成されているような構成では、その拡大を制限することがで
きない。その結果、フィレット部７ａの傾斜角度はより小さくなり寝かされた状態にて形
成されることになる。
【００４１】
　図１及び図２の本第１実施形態の半導体チップの実装構造体１、及び１１、並びに図３
の比較例の半導体チップの実装構造体２１のそれぞれを製作し、所定の条件にて熱サイク
ル試験を行った。具体的には、各々の実装構造体を１００個ずつ製作し、これら１００個
の実装構造体に対して、相対湿度８０％以下の雰囲気中にて、０℃から８０℃までの温度
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変化のサイクルを５００回繰り返した。その後、各々の実装構造体における電気接続状態
、及び導通が取れるかどうかの確認を行い、熱サイクル付加による半導体チップの実装構
造体における剥離や内部破壊による不良発生個数の測定を行った。また、このような熱サ
イクル試験を複数セット実施した。
【００４２】
　その結果、図１の本第１実施形態にかかる半導体チップの実装構造体１では、１００個
に対して不良発生個数が０～１個程度であった。また、図２の本第１実施形態にかかる半
導体チップの実装構造体１１では、１００個に対して不良発生個数が１～２個程度であっ
た。これに対して、図３の比較例にかかる半導体チップの実装構造体２１では、１００個
に対して不良発生個数が１０～２０個と多くなった。これらの試験結果からは、本第１実
施形態の半導体チップの実装構造体では、比較例に比して十分に不良発生個数を低減可能
であることが判る。
【００４３】
　図１及び図２の本第１実施形態の半導体チップの実装構造体１、１１では、凹部８が半
導体チップ２の外周端部位置Ｐ１に位置されるように形成されているため、フィレット部
７ａにおける樹脂の量、すなわち基板４上に配置されるフィレット部７ａの樹脂量を少な
くすることができる。従って、熱膨張率差により生じる応力負荷を低減することができ、
熱サイクルが繰り返し付加されるような場合であっても、不良発生数を少なくすることが
できる。
【００４４】
　これに対して、図３の比較例の半導体チップの実装構造体２１では、凹部８の形成位置
が半導体チップ２の外周端部よりも大きく離れているため、結果としてフィレット部７ａ
における樹脂量が多くなっている。従って、応力負荷を低減することができず、繰り返し
て熱サイクルが付加されることにより不良が発生しやすくなる。
【００４５】
　このように本第１実施形態の半導体チップの実装構造体においては、半導体チップ２の
外周端部に相当する位置に凹部を形成することで、フィレット部７において拡がるはずの
樹脂を凹部内へ導き入れることで拡がり領域を減少させることができる。このような観点
からは凹部内へは樹脂が完全に充填されていない方がフィレット部の樹脂量を少なくする
ことができ好ましい。また、フィレット部の傾斜角度が大きくなる方が樹脂量を少なくす
ることができ好ましい。このような観点からは、凹部８の内側方向の端部位置Ｐ２は、半
導体チップ２の外周端部位置Ｐ１よりも内側に位置されることが好ましいと言える。これ
により、各部材に熱膨張差などに起因して生じる応力負荷を低減することができる。特に
このような効果は、Ｌｏｗ－ｋ材料が用いられるような半導体チップの実装構造体に対し
て有効となる。なお、このような凹部８の機能からは、凹部８は、樹脂拡がり領域制限用
凹部であると言うことができる。
【００４６】
　次に、このような半導体チップの実装構造体１の製造方法、すなわち、半導体チップ２
の基板４への実装方法について、図４及び図５に示す半導体チップ２及び基板４の模式断
面図を用いて以下に説明する。
【００４７】
　まず、図４に示すように、基板４において凹部８にて囲まれた実装領域に例えばシート
状のアンダーフィル７を配置する。このとき、アンダーフィル７が凹部８内に入り込まな
いようにアンダーフィル７の配置が行われる。なお、このようなシート状のアンダーフィ
ル７が用いられるような場合に代えて、半液状の樹脂材料が配置されるような場合であっ
てもよい。その後、基板４の実装領域内に形成されている各々の基板電極５とパッド３と
が対向するように、基板４に対する半導体チップ２の位置決めが行われた状態で、半導体
チップ２がアンダーフィル７を介在させて基板４上に配置される。
【００４８】
　次に、弾性材料の一例としてシリコーンゴム材料により形成された押圧部１６を装備す
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る圧着ツール１５を基板４上にアンダーフィル７を介在させて配置された半導体チップ２
の上方に位置決めして配置する。その後、圧着ツール１５を下降させて押圧部１６を半導
体チップ２の上面に当接させるとともに、さらに下降させることで半導体チップ２を基板
４に対して押圧する。
【００４９】
　この押圧によって付加される加圧力により、図５に示すように、アンダーフィル７は基
板４の表面に沿って押し拡げられ、実装領域外へと拡がる。実装領域の周囲には凹部８が
形成されているため、このように押し拡げられたアンダーフィル７の一部は、凹部８へと
導かれて、実装領域外へと拡がる領域が凹部８により制限される。さらに、圧着ツール１
５に設けられている押圧部１６は、シリコーンゴム材料にて形成されているため、押圧と
ともにその形状が弾性変形して、半導体チップ２の周囲より回り込み、実装領域外へと拡
がろうとするアンダーフィル７を制限しながら、その一部を積極的に凹部８内へ導くよう
に作用する。その結果、アンダーフィル７の周囲に大きな傾斜角度を有するフィレット部
７ａが形成されることとなる。
【００５０】
　一方、このような押圧により、半導体チップ２に形成されているバンプ６がアンダーフ
ィル７を押し退けるようにして基板４の基板電極５と電気的に接続された状態となる。そ
の後、圧着ツール１５によりアンダーフィル７が加熱されることで熱硬化されて、図１に
示すような半導体チップの実装構造体１が形成される。
【００５１】
　なお、上述の製造方法の説明においては、フィレット部７ａの形状をより確実に形成す
るために弾性材料により形成された押圧部１６を有する圧着ツール１５が用いられるよう
な場合について説明したが、このような圧着ツールが用いられないような場合であっても
よい。ただし、押圧部１６を有する圧着ツール１５を用いることで、例えば、半導体チッ
プ２の外周端部の平面的な位置による樹脂の拡がり量のバラツキが生じるような場合であ
っても、弾性変形した押圧部１６にて樹脂の拡がり量を積極的に制限して、拡がりのバラ
ツキを少なくすることが可能となる。
【００５２】
　（第２実施形態）
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その他種々の態様で実施でき
る。例えば、本発明の第２の実施形態にかかる半導体素子の実装構造体の一例である半導
体チップの実装構造体３１の模式断面図を図６に示す。なお、図６の半導体チップの実装
構造体３１において、上記第１実施形態の実装構造体１と同じ構成の部材には同じ参照番
号を付してその説明を省略する。
【００５３】
　図６に示すように、本第２実施形態の半導体チップの実装構造体３１は、その凹部３８
の内底部３８ａが傾斜面として形成されている点において、上記第１実施形態の半導体チ
ップの実装構造体１とは異なる構成を有している。以下、この異なる構成を主として説明
する。
【００５４】
　図６に示すように、基板４における半導体チップ２の外周端部に対向する位置Ｐ１には
、凹部３８が形成されている。凹部３８は、その内側方向の端部位置Ｐ２から外側方向に
向かって深くなるように傾斜された内底部３８ａを有している。この内底部３８ａは、外
側方向の端部位置Ｐ３にて最深部に到達するように形成されている。また、凹部３８の内
側方向の端部位置Ｐ２は、半導体チップ２の外周端部位置Ｐ１よりも半導体チップ２の中
心側に配置されており、外側方向の端部位置Ｐ３は半導体チップ２の外周端部位置Ｐ１よ
りも外側に配置されている点においては、上記第１実施形態の半導体チップの実装構造体
１と同様な配置構成を有している。
【００５５】
　このような構成の半導体チップの実装構造体３１においては、上記第１実施形態の半導
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体チップの実装構造体による効果に加えて、さらに、半導体チップ２を基板４に実装する
際に、実装領域の周囲へ拡がろうとするアンダーフィル７を、傾斜された内底部３８ａに
て凹部３８内へ円滑に導くことができ、樹脂の流動性を良好なものすることができる。こ
のように樹脂の流動性を良好なものとすることにより、例えば、アンダーフィル７に対す
る加熱により生じるボイド（気泡）の樹脂外部への排出性を良好なものとすることができ
、接合の信頼性を高めることができる。また、傾斜された内底部３８ａに沿って円滑に樹
脂を凹部３８内に導くことにより、例えば、上記第１実施形態の構成のように傾斜された
内底部が形成されていないような場合と比して、樹脂の流れの向きを大きく変えることが
ないため、歪み等の発生をより少なくすることが可能となる。
【００５６】
　ここで、本第２実施形態の変形例にかかる半導体チップの実装構造体４１を図７の模式
断面図に示し、比較例にかかる半導体チップの実装構造体５１、６１を図８、図９の模式
断面図に示す。
【００５７】
　まず、図７の変形例にかかる半導体チップの実装構造体４１は、図６の凹部３８と同じ
深さＤ１で傾斜された内底部４８ａを有する凹部４８が形成されているものの、凹部４８
の内側方向の端部位置Ｐ２が、半導体チップ２の外周端部位置Ｐ１と略一致するように凹
部４８が配置されている点において、図６の実装構造体３１とは異なる構成を有している
。
【００５８】
　このような構成においては、図６の実装構造体３１と同様に、熱膨張率の差により生じ
る負荷を、フィレット部７ａにおいて低減することができる。ただし、凹部４８の容積が
、凹部３８と比して小さくなるため、アンダーフィル７の拡がり量が過大とならないよう
にすることが好ましい。
【００５９】
　次に、図８の比較例にかかる半導体チップの実装構造体５１、及び図９の比較例にかか
る半導体チップの実装構造体６１は、図６の実装構造体３１と凹部の配置位置を同じとし
ながら、その深さを深く又は浅くしたものである。
【００６０】
　具体的には、図８の実装構造体５１では、凹部５８の深さＤ２が凹部３８の深さＤ１よ
りも深く設定（例えば、Ｄ２＝Ｄ１×２に設定）されている。このような構成においては
、深さＤ２の大きさや樹脂の量にもよるが、凹部５８の容積が大きくなりすぎ、凹部５８
内に配置されているアンダーフィル７の熱膨張や熱収縮が半導体チップ２に対して応力負
荷となって影響を与える可能性がある。
【００６１】
　また、図９の実装構造体６１では、凹部６８の深さＤ３が凹部３８の深さＤ１よりも浅
く設定（例えば、Ｄ３＝Ｄ１×０．５に設定）されている。このような構成においては、
深さＤ３の大きさや樹脂の量にもよるが、凹部６８の容積が拡がる樹脂を導くためには十
分ではなく、フィレット部７ａの傾斜角度を効果的に立たせることが難しい場合がある。
このような場合にあっては、各部材の熱膨張率差により生じる応力負荷を十分に低減させ
ることができない可能性がある。
【００６２】
　図６から図９のそれぞれの半導体チップの実装構造体３１、４１、５１、及び６１を製
作し、上記第１実施形態と同様の条件にて熱サイクル試験を実施した。その結果、図６の
本第２実施形態にかかる半導体チップに実装構造体３１では、１００個に対して不良発生
個数が０個であった。また、図７の本第２実施形態にかかる半導体チップの実装構造体４
１では、１００個に対して不良発生個数が２～４個程度であった。これに対して、図８の
比較例にかかる半導体チップの実装構造体５１では、１００個に対して不良発生個数が１
０～２０個と多くなった。また、図９の比較例にかかる半導体チップの実装構造体６１で
は、１００個に対して不良発生個数が５～１０個と多くなった。これらの試験結果からは
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、本第２実施形態の半導体チップの実装構造体では、比較例に比して十分に不良発生個数
を低減可能であることが判る。
【００６３】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態にかかる半導体チップの実装構造体７１の模式断面図を
図１０に示す。図１０に示すように、本第３実施形態の半導体チップの実装構造体７１は
、図６に示す上記第２実施形態の実装構造体３１と同じ凹部３８の配置構成を有するもの
の、基板４における実装領域の略中央付近に他の表面よりも隆起された隆起部７９が形成
されている点において、図６の構成とは相違している。
【００６４】
　図１０に示すように、実装領域の略中央付近に隆起部７９が形成されていることにより
、隆起部７９の頂部から、凹部３８における傾斜された内底部３８ａを経由して、凹部３
８の最深部まで、勾配が形成されている。このような勾配は、例えば、実装領域の中央付
近から放射状に形成されるような場合であってもよく、また、四方に向けて形成されるよ
うな場合であってもよい。また、このような勾配は、必ずしも連続している場合に限られ
ず、その一部に平坦部が含まれて、いわゆるピラミッド状（あるいは階段状）に形成され
るような場合であってもよい。例えば基板電極５が形成されている付近等には傾斜面を形
成することが困難な場合もあるからである。
【００６５】
　このように、基板４において、実装領域の略中央付近から凹部３８内にかけて、降り勾
配が設けられていることにより、半導体チップ２の実装時に実装領域外へと押し広げられ
るアンダーフィル７の流動性を良好なものとすることができ、ボイド等を効率的に排出し
、信頼性の高い接合を実現することができる。また、このような良好な流動性により、樹
脂を凹部３８内へ積極的かつ効果的に導くことができ、フィレット部７ａの拡がり領域を
有効に制限することが可能となる。なお、なお、このような隆起部７９は、隆起部７９が
形成されていない状態のアンダーフィル７の厚さ寸法０．０５ｍｍに対して、０．０１５
～０．０２５ｍｍ程度の高さ寸法に形成される。
【００６６】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態にかかる半導体チップの実装構造体として、凹部の平面
的な配置構成の様々な形態について説明する。本第４実施形態にかかる半導体チップの実
装構造体１０１、１１１、１２１、及び１３１の模式平面図を、図１１～図１４に示す。
なお、以下の説明においては、凹部の平面的な配置構成について行うものとし、凹部の断
面的な形状については、上記第１実施形態から第３実施形態までの構成が適用される。
【００６７】
　まず、図１１の半導体チップの実装構造体１０１においては、半導体チップ２の外周端
部に沿ってその周囲全体に渡って凹部１０８が形成されている。このように周囲全体に渡
って凹部１０８を形成することにより、外周端部のいずれの位置から拡がろうとするアン
ダーフィル７を凹部１０８内に導き入れることで、拡がり領域を確実に制限することがで
きる。
【００６８】
　次に、図１２の半導体チップの実装構造体１１１においては、半導体チップ２の４つの
コーナー部分及びその近傍において、凹部１１８を配置した構成が採用されている。一般
的に、半導体チップ２におけるコーナー部分は、半導体チップ２の中心からの距離が大き
くなるため、熱膨張や熱収縮による応力負荷が集中しやすい傾向にある。このような観点
より、コーナー部分における応力負荷の低減を主目的とするような場合には、このような
構成が有効である。
【００６９】
　また、図１３の半導体チップの実装構造体１２１においては、半導体チップ２の外周端
部に対向する位置に、部分的に凹部１２８が形成された構成が採用されている。すなわち
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、外周端部において、凹部１２８は連続して形成されることなく、凹部１２８が形成され
ていない部分が存在している。このような構成によれば、凹部１２８が形成されていない
部分を配線形成位置として利用することができ、半導体チップの実装構造体全体としての
設計を容易なものとすることが可能となる。なお、このように部分的に配置する凹部１２
８は、コーナー部分を中心に設けることで応力集中しやすいコーナー部分の応力負荷を低
減させることができ、辺の部分を中心に設けることでコーナー部分に比して樹脂の拡がり
量が多い辺部分における樹脂の拡がり領域を積極的に制限することができる。
【００７０】
　次に、図１４の半導体チップの実装構造体１３１においては、半導体チップ２の外周端
部に対向する位置を含みながら、大略楕円形状を有する凹部１３８の配置構成が採用され
ている。このような凹部１３８の配置構成は、アンダーフィル７の実際の流動性を考慮し
たものであり、比較的流動性の高い辺部分における凹部１３８の幅寸法を大きく設定し、
比較的流動性の低いコーナー部分における凹部１３８の幅寸法を小さく設定している。こ
のような構成によれば、辺部分において大きく拡がろうとするアンダーフィル７を、大き
な容量を有する凹部１３８にて確実に制限しながら、応力集中が生じやすいコーナー部分
においてもアンダーフィル７の拡がりを制限することができる。また、このような構成の
凹部１３８と、弾性材料にて形成された押圧部１６を有する圧着ツール１５とを組み合わ
せて使用することにより、大略楕円形状のフィレット部７ａを形成することができ、熱膨
張率差により生じる応力負荷を全体的に低減することが可能となる。
【００７１】
　（第５実施形態）
　次に、本発明の第５の実施形態にかかる半導体チップの実装構造体２０１の模式平面図
を図２０に示す。また、図２０の半導体チップの実装構造体２０１のＢ－Ｂ線断面図を図
２１に示し、Ｃ－Ｃ線断面図を図２２に示す。
【００７２】
　まず、図２０の模式平面図に示すように、半導体チップの実装構造体２０１においては
、半導体チップ２の４つのコーナー部分において、４つの凹部２０８を配置するとともに
、コーナー部分の間の辺部分にも２つの凹部２１８が配置された構成が採用されている。
【００７３】
　ここで、半導体チップの実装構造体２０１における辺部分の断面図（Ｂ－Ｂ線断面図）
である図２１と、コーナー部分の断面図（Ｃ－Ｃ線断面図）である図２２に示すように、
コーナー部分に形成されている凹部２０８の内底面２０８ａの深さＤ１１は、辺部分に形
成されている凹部２１８の内底面２１８ａの深さＤ１２よりも深くなっている。このよう
に凹部２０８および２１８の深さが互いに異なっていることにより、コーナー部分の凹部
２０８の内底面２０８ａの傾斜角度θ１を、辺部分の凹部２１８の内底面２１８ａの傾斜
角度θ２よりも大きくすることができる。
【００７４】
　このような構成を有する本第５実施形態の半導体チップの実装構造体２０１においては
、アンダーフィル７の実際の流動性を考慮して、比較的流動性の高い辺部分における凹部
２１８の内底面２１８ａの傾斜角度θ２を緩やかに形成して、凹部２１８へのアンダーフ
ィル７の流動量を制限するとともに、比較的流動性の低いコーナー部分における凹部２０
８の内底面２０８ａの傾斜角度θ１の傾斜角度を大きくして、アンダーフィル７の流動を
凹部２０８に導き易くすることができ、半導体チップの実装構造体２０１全体においてア
ンダーフィル７による確実な封止を実現することができる。
【００７５】
　さらに、コーナー部分の凹部２０８の深さＤ１１を、辺部分の凹部２１８の深さＤ１２
よりも大きくなるように構成することで、コーナー部分に形成されるフィレット部７ａの
傾斜角度θ３を、辺部分に形成されるフィレット部７ａの傾斜角度θ４よりも大きくする
ことができる。このように応力集中が生じやすいコーナー部分においてフィレット部７ａ
の傾斜角度θ３を比較的大きくすることにより、熱膨張率差等により生じる応力負荷を低
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減することができる。
【００７６】
　なお、図２０に示す半導体チップの実装構造体２０１では、コーナー部分の凹部２０８
の内側端部が半導体チップ２のコーナー部分の形状に沿って形成されている場合について
説明したが、本発明はこのような場合についてのみ限定されるものではない。このような
場合に代えて、例えば、図２３の変形例にかかる半導体チップの実装構造体２５１の模式
平面図に示すように、コーナー部分の内側領域にまで凹部２５８の内底面が延在するよう
な構成を採用することもできる。特に、コーナー部分の内側領域には、パッド３等が形成
されない場合が多いため、このような構成を採用することにより、内側領域を有効に活用
することができる。
【００７７】
　なお、上記様々な実施形態のうちの任意の実施形態を適宜組み合わせることにより、そ
れぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
【００７８】
　本発明の半導体チップの実装構造は、半導体チップの外周端部に相当する基板表面に位
置に実装領域から拡がろうとする樹脂を導き入れる凹部を設けることにより、樹脂の拡が
り領域の拡大を抑制することができ、実装時の加熱、冷却処理によって生じる各部材の熱
膨張、収縮差および実装後の機械的な負荷に対する基板のたわみによる半導体チップに発
生する応力負荷を軽減し、チップ内部の破壊を回避することができる。
【００７９】
　本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されている
が、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形
や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に
含まれると理解されるべきである。
【００８０】
　２００６年１２月２６日に出願された日本国特許出願Ｎｏ．２００６－３４９５１１号
の明細書、図面、及び特許請求の範囲の開示内容は、全体として参照されて本明細書の中
に取り入れられるものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の素子電極を有する半導体素子と、
　複数の基板電極を有する基板と、
　上記それぞれの素子電極と基板電極とを接続する複数の突起電極と、
　上記それぞれの素子電極、基板電極、及び突起電極を封止するとともに、上記半導体素
子と上記基板とを接着させるように、上記半導体素子と上記基板との間に配置された封止
接着用樹脂と、
　上記基板の電極形成面において、上記半導体素子の外周端部に対向する位置に形成され
、その内側の一部に上記封止接着用樹脂が配置された凹部と、
　上記凹部の内底部の下部に配置された加工用の停止層とを備える、半導体素子の実装構
造体。
【請求項２】
　上記基板に形成された上記凹部は、その内側に上記樹脂を配置させることで、上記基板
における上記半導体素子との対向領域外への上記樹脂の拡がり領域を制限する樹脂拡がり
領域制限用凹部である、請求項１に記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項３】
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　上記凹部は、上記基板における上記半導体素子との対向領域の外周端部よりも内側の領
域を含んで形成されている、請求項１に記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項４】
　上記凹部は、上記基板における上記半導体素子との対向領域の周囲に向けて深くなるよ
うに傾斜された内底部を有する、請求項１に記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項５】
　上記基板における上記半導体素子との対向領域の中心に上記凹部の開口端部よりも隆起
された隆起部が形成され、上記隆起部より上記凹部の内底部にかけて降り勾配が設けられ
ている、請求項１に記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項６】
　略方形状の形状を有する上記半導体素子の角部に対向する位置に形成される上記凹部は
、その他の位置に形成される上記凹部よりもその内側の容積が小さくなるように形成され
ている、請求項１から５のいずれか１つに記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項７】
　上記基板における上記半導体素子との対向領域の外周端部において、複数の上記凹部が
形成されている、請求項１から５のいずれか１つに記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項８】
　上記基板における上記半導体素子との対向領域の外周端部の全周に渡って、上記凹部が
連続して形成されている、請求項１から５のいずれか１つに記載の半導体素子の実装構造
体。
【請求項９】
　略方形状の形状を有する上記半導体素子の角部に対向する位置に形成される上記凹部は
、その他の位置に形成される上記凹部よりも深い内底部を有するように形成されている、
請求項１から５のいずれか１つに記載の半導体素子の実装構造体。
【請求項１０】
　略方形状の形状を有する上記半導体素子の角部に対向する位置に形成される上記凹部は
、その他の位置に形成される上記凹部の上記内底部の傾斜角度よりも大きな傾斜角度を有
する上記内底部を有するように形成されている、請求項４に記載の半導体素子の実装構造
体。
【請求項１１】
　半導体素子の実装領域の外周端部に凹部が形成され、かつ上記凹部の内底部の下部に加
工用の停止層が配置された基板における上記実装領域上に、封止接着用樹脂を配置し、
　上記半導体素子を上記基板に上記封止接着用樹脂を介して押圧して、上記半導体素子の
それぞれの素子電極と上記基板のそれぞれの基板電極とを、それぞれの突起電極を介して
接続するとともに、上記実装領域外へ拡がる上記封止接着用樹脂の一部を上記凹部内へ導
いて、上記樹脂の拡がり領域を規制しながら、上記それぞれの素子電極、基板電極、及び
突起電極を上記樹脂により封止し、
　その後、上記封止接着用樹脂を加熱して硬化させて、上記半導体素子を上記基板に実装
することを特徴とする半導体素子の実装方法。
【請求項１２】
　上記封止接着用樹脂による封止は、弾性材料にて形成された押圧部を有する圧着ツール
を用いて、上記押圧部により上記半導体素子を上記基板に上記封止接着用樹脂を介して押
圧するとともに、上記実装領域外へ拡がる上記封止接着用樹脂を上記押圧部により押圧し
て上記凹部内へ導いて、上記樹脂の拡がり領域を規制しながら行う、請求項１１に記載の
半導体素子の実装方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】



(35) JP WO2008/078746 A1 2008.7.3

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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